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Anotace

Tato diplomova prace se zabyva pripravou a charakterizaci tenkych amorfnich vrstev
chalkogenidovych skel systému GexAszoxS7o (kde x =0, 4, 8, 12, 16) pfipravenych metodou
vakuového napatrovani a metodou spin-coating. Byl studovan vliv temperace a expozice UV

zéatrenim na zménu optickych parametra, slozeni a strukturu tenkych vrstev.
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Annotation

This diploma thesis deals with preparation and characterization of GexAS30xS7o
(where x =0, 4, 8, 12, 16) thin amorphous chalcogenide films deposited by spin-coating and
vacuum thermal evaporation method. The effects of annealing and exposure to UV radiation

on the change of optical parameters, composition and thin film structure were studied.
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Souhrn

Tato diplomova prace se zabyva pfipravou a studiem vlastnosti amorfnich tenkych
vrstev skel systému GexAs3o-xS7o (kde x =0, 4, 8, 12, 16) ptipravenych metodou spin-coating
a metodou vakuového naparovani. Byly studovany optické parametry (index lomu a opticka
Sitka zakazaného pasu), tloustka, slozeni a struktura pfipravenych tenkych vrstev a jejich

zmeény vyvolané temperaci a expozici UV zafenim.

Bylo zjisténo, ze hodnoty indexu lomu klesaji s rostouci koncentraci germania ve
slozeni tenkych vrstev. Hodnoty indexu lomu tenkych vrstev pfipravenych metodou
spin-coating byly vyrazné niz§i nez u napafenych vrstev stejného slozeni. Index lomu
temperaci vyrazng rostl. V zdvislosti na slozeni vrstev byl pozorovan nérist i pokles hodnot
indexu lomu po expozici UV zafenim. S rostouci koncentraci germania ve slozeni tenkych
vrstev roste hodnota optické sitky zakazaného pasu. U tenkych vrstev pfipravenych metodou
spin-coating dochazi temperaci k vyraznému poklesu tloustky vrstev diky uvolfiovani zbytkt
rozpoustédla ze struktury materidlu. S rostoucim obsahem germania roste tlouStka

ptipravenych tenkych vrstev.

Ramanova spektroskopie prokédzala, ze struktura studovanych tenkych vrstev je
slozena ptedev§im ze strukturnich jednotek AsSs2 a GeSs2. Vlivem temperace i expozice
UV zatfenim dochazi k reakcim strukturnich jednotek obsahujicich homopolarni vazby As-As
a Ge-Ge se sirou za tvorby dominantnich strukturnich jednotek. U tenkych vrstev
pfipravenych metodou spin-coating byl pozorovan vyrazny termoindukovany pokles obsah

organickych rezidui.

EDS mikroanalyzou bylo analyzovano slozeni vychozich objemovych skel a vSech
piipravenych tenkych vrstev. U tenkych vrstev ptipravenych metodou vakuového napatrovani
nebyla pozorovana vyrazna zména ve sloZeni tenkych vrstev vlivem depozice, temperace ani
expozice. U tenkych vrstev deponovanych metodou spin-coating byl pozorovan pokles
obsahu siry po expozici UV zafenim. Byl studovan obsah dusiku (potazmo obsah butylaminu)
v tenkych vrstvach deponovanych metodou spin-coating. Bylo zjisténo, Ze s rostouci teplotou
temperace vyrazné klesa obsah dusiku a tedy i butylaminu v tenkych vrstvach. Také bylo
zjisténo, ze srostouci koncentraci germania roste obsah dusiku v tenkych vrstvach

ptipravenych metodou spin-coating, coz ma za nasledek rostouci tloustku tenkych vrstev.
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1 UVOD

Chalkogenidova skla jsou amorfnimi polovodiCcovymi slouceninami prvkl
16. skupiny periodické tabulky prvki (S, Se, Te) s dalSimi prvky, nejéastéji 13., 14. a 15
skupiny. Prvnim studovanym chalkogenidovym sklem byl sulfid arsenity, ktery byl
syntetizovan v roce 1950. Jeho dals§im studiem byly objeveny jeho zvlastni vlastnosti —
pfedevSim citlivost na elektromagnetické zareni. Pfi expozici tenkych vrstev sulfidu
arsenitého dochézelo ke strukturnim zménam, které mély za nasledek zménu fyzikalng-
chemickych vlastnosti materialu. S postupem let bylo dale syntetizovano a zkoumano mnoho
dalsich systému chalkogenidovych skel. Studiem téchto sloucenin se zabyva i Katedra obecné

a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vzhledem se svym zajimavym vlastnostem nalezla chalkogenidova skla uplatnéni
v mnoha aplikacich vSedniho zivota (optickd zaznamova média, senzory, ¢ocky, fotorezisty

s vysokym rozlisenim, aj.).

V této diplomové praci jsme se zabyvali studiem systémem Ge-As-S. Systém As-S
obvykle po expozici elektromagnetickym zafenim vykazuje fototmavnuti. Naopak, systém
Ge-S vykazuje po expozici elektromagnetickym zafenim fotosvétlani. Studium
fotoindukovanych jevi systému Ge-As-S Vv zavislosti na poméru obsahu jednotlivych slozek

¢1 metodé depozice tenkych vrstev, mize byt mimotadné zajimavé.
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